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CONNEXIONS ENTERREES DANS UN SUBSTRAT DE CIRCUIT INTEGRE 

La presente invention concerne le domaine des circuits 

integres. 

La presente invention concerne plus particulierement 
les circuits integres comportant des couches enterrees dans le 
5 substrat du circuit. De telles couches enterrees sont utilisees 
pour diminuer la resistance d'acces a une electrode . : d f un 
transistor quand l'acces a cette electrode se . f ait par^ xane 
portion de substrat . 

Un exemple de structure comportant une couche enterree 
10 permettant de reduire la resistance d'acces du collecteur d'un 
transistor bipolaire est decrit dans la demande de brevet 
frangais n° 0212278 (dossier B5697) de la demanderesse . 

Un ob jet de la presente invention est de prevoir un 
circuit integre ayant une structure telle que la resistance 
15 d'acces a des couches enterrees dans le substrat soit tres 
f aible . 

Un autre objet de la presente invention est de prevoir 
un circuit integre comportant un reseau d 1 interconnexions enter- 
rees pour relier entre elles differentes zones semiconductrices 
2 0 formees dans un substrat et pour relier des zones du substrat a 
des elements accessibles par le reseau d ' interconnexions realise 
au-dessus des composants du circuit integre. 
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Pour atteindre ces objets, la presente invention 
prevoit un procede de fabrication de connexions enterrees dans 
un circuit integre comprenant les etapes suivantes : prevoir une 
structure composee d'une premiere tranche de support collee en 
face arriere d ! une tranche mince semiconductrice, un ou plu- 
sieurs elements du circuit integre etant eventuellement realises 
dans et au-dessus de la tranche mince ; coller une deuxieme 
tranche de support sur la structure du cote de la face avant de 
la tranche mince ; eliminer la premiere tranche de support ; 
former des connexions entre differentes zones de la face arriere 
de la tranche mince ; coller une troisieme tranche de support 
sur les connexions ; et eliminer la deuxieme tranche de support, 
Selon une variante du procede precedemment decrit, la 
tranche mince et la premiere tranche de support sont collees par 
1 1 intermediaire d f une couche isolante. 

Selon une variante de mise en oeuvre du procede 
precedemment decrit, 1' etape de formation des connexions coirprend 
les etapes suivantes : graver des ouvertures dans une couche 
isolante formee sur la face arriere de la tranche mince ; et 
remplir les ouvertures d'un materiau conducteur. 

Selon une variante de mise en oeuvre du procede prece- 
demment decrit, le procede comprend en outre a la suite de l 1 etape 
de gravure d» ouvertures dans la couche isolante, une etape de 
gravure de zones d'epaisseur reduite dans la couche isolante, 
les zones d'epaisseur reduite etant ensuite remplies comme 
lesdites ouvertures d f un materiau conducteur. 

Selon une variante de mise en oeuvre du procede prece- 
demment decrit, le remplissage des ouvertures d'un materiau 
conducteur consiste a realiser les etapes suivantes : deposer 
une couche de metal sur la structure du cote de la couche 
isolante et des ouvertures ; effectuer un recuit afin de former 
une couche de siliciure au fond des ouvertures. 

Selon une variante de mise en oeuvre du procede prece- 
demment decrit, le procede comprend a la suite de 1 ! etape de 
remplissage des ouvertures et eventuellement des zones d'epais- 
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seur reduite, les etapes suivantes : realiser un polissage 
mecano-chimique du materiau conducteur de remplissage jusqu'a 
decouvrir la couche isolante de fagon a obtenir une surface 
plane ; recouvrir ladite surface plane d'une seconde couche 
5 isolante ; et coller la troisieme tranche de support sur la 
seconde couche isolante . 

Selon une variante de rnise en oeuvre du procede 
precedemment decrit, le procede comprend prealablement au collage 
de la deuxieme tranche de support, une etape de recouvrement de 
10 la structure d'une couche d 1 accrochage . 

La presente invention prevoit un circuit integre 
comprenant des conposants realises dans et au-dessus d'une tranche 
mince semiconductrice fixee sur une tranche de support placee en 
face arriere de la tranche mince, la face arriere de la tranche 
15 mince etant recouverte d f une premiere couche isolante comportant 
des ouvertures contenant un materiau conducteur en contact avec 
certaines zones de la face arriere de la tranche mince. ^ 

Selon une variante de realisation du circuit integre 
precedemment decrit, certaines zones du metal conducteur sont en 
2 0 contact avec des puits conducteurs traversant la tranche mince. 

Selon une variante de realisation du circuit integre 
precedemment decrit, lesdites zones conductrices et eventuel- 
lement lesdits puits conducteurs sont en siliciure. 

Selon une variante de realisation du circuit integre 

2 5 precedemment decrit, la couche isolante comprend des zones 

d'epaisseur reduites contenant un materiau conducteur formant 
des connexions entre les ouvertures. 

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que 
d'autres de la presente invention seront exposes en detail dans 

3 0 la description suivante de modes de realisation particuliers 

faite a titre non-limitatif en relation avec les figures jointes 
parmi lesquelles : 

la figure 1 est une vue en coupe d'un circuit integre 
realise selon la presente invention ; 
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les figures 2 a 8 sont des vues- en coupe illustrant 
les structures obtenues apres des etapes successives d'un procede 
de fabrication de connexions selon la presente invention ; 

les figures 9 a 11 sont des vues en coupe illustrant 
les structures obtenues apres certaines etapes d'une variante de 
mise en oeuvre du procede de la presente invention ; et 

les figures 12 et 13 sont des vues en coupe illustrant 
les structures obtenues apres certaines etapes d'une autre 
variante de mise en oeuvre du procede de la presente invention. 

La figure 1 est une vue en coupe d ! une portion de 
circuit integre dans lequel sont realisees des interconnexions 
enterrees selon la presente invention. Les composants du circuit 
integre sont realises dans et au-dessus d'une tranche semi- 
conductrice amincie Tl d'une epaisseur de l'ordre de quelques 
^xm a quelques dizaines de \im . La face inferieure de la tranche 
Tl est recouverte d'une couche isolante Dl. Une tranche T4, par 
exemple du silicium, est collee sous la couche isolante Dl, par 
1 ' intermediaire d'une couche isolante D4, par exemple une couche 
d'oxyde TEOS. La tranche T4 sert essentiellement de support 
rigide pour la tranche amincie Tl . 

Des zones d ? isolation peu profondes, STI, sont 
realisees dans la surface superieure de la tranche Tl. La struc- 
ture representee comprend six zones d' isolation peu profondes 
STI 1 a 6, respectivement de gauche a droite . Des zones 
d' isolation profondes, DTI, s'enfongant jusqu'a la face supe- 
rieure de la couche isolante Dl sont formees sous certaines 
zones d' isolation peu profondes STI choisies, les zones 1, 3, 4, 
5 et 6 dans cet exemple. Les zones d 1 isolation profondes DTI 
delimitent des caissons de substrat dans lesquels sont realises 
les composants du circuit integre. Dans l r exemple represents, 
quatre caissons 10, 11, 12, 13 respectivement de gauche a droite 
sont delimites. Une couche isolante 20 recouvre la tranche mince 
Tl et les composants realises sur cette derniere. 

Un transistor bipolaire 3 0 est realise dans le caisson 
10 initialement dope P. La zone d' isolation peu profonde 2 



1er depot 



5 

delimite deux regions. Dans la region de gauche est formee une 
zone peu profonde dopee N constituant la base 31 du transistor 
30 dans laquelle est formee une zone tres peu profonde dopee P 
constituant I'emetteur 32 du transistor 30. La base et 1'emet- 
teur sont accessibles par des contacts 33 et 34 realises dans la 
couche isolante 20. Le reste du caisson dope P constitue le 
collecteur du transistor 30. Un contact 35 est place au-dessus 
de la region de droite du caisson 10 afin d'acceder au 
collecteur. 

Un puits collecteur 3 7 traverse la tranche mince Tl 
au-dessous du contact 35. Une zone fortement dopee P 38 est 
realisee dans le collecteur a I 1 aplomb de I'emetteur. Le puits 
collecteur 37 et la zone 38 permettent de diminuer la resistance 
d'acces du collecteur. 

Selon un aspect de la presente invention, une region 
metallique 36 est prevue sous la surface inferieure du caisson 
10. Cette region metallique 36 est realisee dans une ouverture 
de la couche isolante Dl . Cette region metallique 36 relie le 
puits collecteur 37 et la zone fortement dopee P 38 afin de 

diminuer fortement la resistance d'acces du collecteur du 

J 

transistor 30. 

Un transistor NMOS 40 est forme dans le caisson 11 
dope P. Des zones de source/drain 41 et 42 dopees N sont 
accessibles par des contacts 43 et 44 traversant la couche 
isolante 20. L'oxyde mince, la grille et les espaceurs du tran- 
sistor 40 sont formes au-dessus de la tranche Tl entre les zones 
de source/drain 41 et 42 . 

Selon un aspect de la presente invention, le caisson 
11 du transistor 40 est relie a une borne d' alimentation par 
1 ' intermediaire d'une region metallique 45 realisee dans la 
couche isolante Dl . Une extremite de la region metallique 45 est 
en contact avec la surface inferieure du caisson 11. L' autre 
extremite de la region metallique 45 est en contact avec la 
surface inferieure du caisson 12. Un puits conducteur 46 
traversant la tranche mince Tl est realise dans le caisson 12 . 
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On contact 47 permet de relier le puits conducteur 46 a une 
borne d 1 alimentation par 1 1 intermediaire du reseau d 1 inter- 
connexions "superieur" , non represents, realise au-dessus des 
composants du circuit integre. 

Dans I'exemple de structure representee en figure 1, 
les caissons 11 et 12 sont l'un a cote de 1* autre. Or il n'est 
pas toujours possible en pratique de placer les caissons que 
I 1 on souhaite relier les uns a cote des autres. Dans ce cas, des 
zones de contact sont formees dans des ouvertures de la couche 
isolante Dl sous les caissons et les zones de connexion reliant 
ces zones de contact sont formees dans une partie seulement de 
l'epaisseur de la couche isolante Dl, du cote de la couche 
isolante D4 . Bien que, dans cet exemple, une grande ouverture 
formee sous les deux caissons eut ete suffisante, on a 
represents a des fins d ' illustration, une zone d'epaisseur 
reduite 48 sous la zone desolation profonde separant les 
caissons 11 et 12 . 

On transistor PMOS 50 est forme dans le caisson 13 
dope N. Des zones de source/drain 51 et 52 dopees P sont 
accessibles par des contacts 53 et 54. L'oxyde mince, la grille 
et les espaceurs du transistor 50 sont formes au-dessus de la 
tranche Tl entre les zones de source/drain 51 et 52. Selon 
1' invention, une region metallique 55 realisee dans la couche 
isolante Dl est en contact avec la surface inferieure de la zone 
active 13. La region metallique 55 permet de relier le caisson 
13 a une source d' alimentation, non representee, par 1 ' inter- 
mediate comme precedemment d'un plot conducteur traversant la 
tranche Tl et du reseau d ' interconnexions "superieur 11 . 

La structure de circuit integre de la presente 
invention comportant des zones conductrices enterrees isolees 
les lines des autres permet de realiser differentes formes de 
connexions. II est ainsi possible de realiser des connexions 
"locales" en formant des regions metalliques sous certaines 
portions de substrat afin de* reduire leur resistance. II est de 
plus possible de realiser des connexions "longues" entre 
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differentes zones de substrat en definissant des zones de 
moindre epaisseur dans la couche isolante Dl . 

Un avantage de la structure de circuit integre de la 
presente invention est qu'il est possible de prevoir des 
connexions locales et des connexions longues enterrees. 

De plus, une telle structure permet de relier n'importe 
quelle zone semiconductrice formee du cote de la face inferieure 
de la tranche Tl a une electrode d'un transistor ou de tout 
autre composant du circuit integre par 1 ' intermedial re d'un 
puits conducteur traversant la couche mince Tl et du reseau 
d ' interconnexion realise au-dessus des composants. En outre, une 
telle structure permet de relier deux electrodes par 1' inter- 
mediate de deux puits conducteurs et d'une connexion enterree. 

On pourra par exemple prevoir d'alimenter tout un 
caisson dans lequel sont realises plusieurs composant s ou plu- 
sieurs caissons individuels en utilisant un nombre restreint de 
puits conducteurs relies a un ensemble de connexions formees 
dans la couche isolante et relies a une source de tension 
d ' alimentation . 

De plus, on pourra realiser differentes sortes^ de 
puits conducteurs traversant la tranche mince Tl pour relier- une 
zone ,conductrice enterree et le reseau de connexion supefieur 
(au-dessus des composants du circuit integre) . On pourra par 
exemple realiser une ouverture a paroi isolee renplie d'un materiau 
conducteur tel qu'un metal ou du silicium polycristallin 
fortement dope. 

Les figures 2 a 8 illustrent differentes etapes d'un 
precede de realisation de connexions enterrees selon la presente 
invention. 

La figure 2 represente une structure initiale de 
circuit integre comportant deux tranches semiconductrices, une 
tranche tres mince Tl d'une epaisseur de quelques [im et une 
tranche T2 plus epaisse servant de support rigide . Les tranches 
Tl et T2 sont separees par une couche isolante Dl. Cette 
structure peut etre obtenue selon un procede classigue de 
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fabrication de substrat ' sur isolant, couramment appele SOI, de 
1' anglais silicon on insulator. 

Les conrposants du circuit integre sont realises dans 
et au-dessus de la tranche Tl. Comme precedemment decrit en 
relation a la figure 1, la structure representee en figure 2 
comporte un transistor NMOS 4 0 dont les source et drain 41 et 42 
realises dans un caisson 11 separe d'un caisson 12 par 
1 1 intermediaire d'une zone d 1 isolation peu profonde 4 sous 
laquelle est realisee une zone d' isolation profonde DTI. La 
tranche mince Tl et le transistor 4 0 sont recouverts d'une 
couche isolante 20. Des contacts 43 et 44 permettent d'acceder 
aux drain et source 41 et 42. Un contact 47 permet d'acceder a 
une extremite d'un puits conducteur 46 traversant la tranche Tl 7 
l 1 autre extremite du puits conducteur 46 etant en contact avec 
la couche isolante Dl. 

Lors d'une premiere etape illustree en figure 3, une 
tranche support T3 est collee sur la couche isolante 20 selon un 
procede de collage moleculaire classique, par exemple par 
1 f intermediaire d f une couche d'accrochage D2 formee au-dessus de 
la couche isolante 20. 

Lors d'une deuxieme etape illustree en figure 4, on 
realise une gravure de la tranche T2 de fagon selective par 
rapport a la couche isolante Dl . La tranche T2 est completement 
eliminee . 

Le collage de la tranche T3 effectue prealablement a 
la gravure de la tranche T2 sert a assurer que la structure soit 
suf fisamment robuste pour realiser sans problemes des operations 
dans la partie inferieure de la structure. 

Les etapes suivantes illustrees en figures 5, 6 et 7 
ont pour but de realiser des connexions metalliques entre 
differentes zones de contact definies sur la face inferieure de 
la tranche Tl . Dans 1" exemple de la structure representee en 
figures 2 a 8, on souhaite relier le caisson 11 a un puits 
conducteur 46 par 1 1 intermediaire d ! une connexion enterree 
realisee sous la tranche Tl. 
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Lors d'une troisieme etape illustree en figure 5, on 
grave des ouvertures dans la couche isolante Dl afin de 
decouvrir des zones de contact sur la face inferieure de la 
tranche Tl . Dans cet exemple, des ouvertures Opl et Op2 sont 
formees respect ivement sous les caissons 11 et 12 . 

Lors d'une guatrieme etape illustree en figure 6, on 
reduit l'epaisseur de la couche isolante Dl aux endroits ou l'on 
souhaite former une connexion entre plusieurs ouvertures preala- 
blement formees. Dans cet exemple, les ouvertures Opl et Op2 
sont reliees par une zone d'epaisseur reduite 48. 

Lors d'une cinguieme etape illustree en figure 7, on 
remplit les ouvertures, Opl et Op2, et les zones d'epaisseur 
reduites, t, d'un mater iau conducteur 60 tel gue du cuivre. De 
facon class igue, on depose une couche de cuivre sur la 'couche 
isolante Dl et on realise un polissage mecano-chimigue de la 
couche de cuivre jusgu'a decouvrir la couche isolante Dl. Un tel 
polissage mecano-chimigue permet d'obtenir une surface 

inferieure plane. 

Le procede decrit en relation aux figures 6 et 7 
correspond au procede classigue de realisation d ' interconnexions 
en cuivre. Cependant, on pourra prevoir d'utiliser d'autres 
procedes de realisation d ' interconnexions tels gue celux clas- 
siguement utilise pour realiser des connexions en aluminium. 

De plus, on pourra eventuellement prevoir de realiser 
plusieurs niveaux d ' interconnexions selon des procedes clas- 
sigues afin d'augmenter encore le nombre de connexions. 

Lors d'une sixieme etape illustree en figure 8, on 
recouvre la surface inferieure plane precedenrment polie d'une 
couche isolante D3 . On colle ensuite une tranche support T4 sur 
la couche isolante D3 . On choisira de preference une couche 
isolante et une tranche support pouvant etre collees I'une a 
1' autre sans autres intermediaires . 

On realise ensuite une gravure de la tranche T3 de 
facon selective par rapport a la couche d'accrochage D2 afin 
d'eliminer completement la tranche T3 . On supprime ensuite la 
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couche d'accrochage D2 selon un procede de gravure selectif de 
la couche d'accrochage D2 par rapport a la couche isolante 20 ou 
en effectuant un polissage mecano-chimique . 

Les tranches T3 et T4 ont pour fonction d r assurer que 
la structure ait une rigidite et une robustesse suffisante. 
D'autres materiaux susceptibles d'etre colles aisement sur une 
couche isolante peuvent etre utilises pour remplir cette 
fonction. 

Une variante de mise en oeuvre du 'procede de la 
presente invention est decrite en relation avec les figures 9 a 
11. 

La figure 9 represente une structure initiale compor- 
tant, comme pour la structure decrite en relation a la figure 2, 
une tranche mince Tl separee d'une tranche de support T2 par une 
couche isolante Dl. Une couche isolante 20 recouvre la tranche 
Tl. Un transistor bipolaire 30 identique a celui decrit en 
relation a la figure 1 est realise dans un caisson 10 de la 
tranche Tl . Le collecteur du transistor 3 0 comprend comme 
-precedemment une zone fortement dopee P 38 formee a l 1 aplomb de 
l'emetteur 32. Un contact 35 permet d'acceder a un puits 
collecteur 37 traversant le caisson 10. Le puits collecteur 37 
est dans cet exemple une zone de substrat fortement dopee ou du 
silicium polycristallin forme dans une ouverture a parois 
isolante s . 

La figure 10 illustre la structure obtenue a 1' issue 
des premiere, deuxieme et troisieme e tapes du procede de la 
presente invention precedemment decrites. Une ouverture Op3 de 
la couche isolante Dl est formee sous le caisson 10 du 
transistor 30. 

La figure 11 illustre la structure obtenue a 1 ' issue 
d'une etape de formation de siliciure realisee a partir de la 
structure decrite en figure 10. Pour ce faire, on procede dans 
une premiere phase a un depot de metal tel que du nickel, du 
cobalt, du tungstene'ou encore du titane du cote de la couche 
isolante Dl . Dans une deuxieme phase, on effectue un recuit afin 
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de former une couche de siliciure 70 au fond de l'ouverture 0p3 
formee precedemment dans la couche isolante Dl . Puis dans une 
derniere phase, on elimine le metal non transforme en siliciure. 

On procede ensuite a un polissage mecano-chimique des 
5 portions restantes de la couche isolante Dl afin d'obtenir une 
surface, plane. On realise ensuite la sixieme etape du procede de 
la presente invention qui consiste a recouvrir la surface polie 
d'une couche d'accrochage isolante D3 et a coller sur cette 
derniere une tranche de support T4, la tranche T3 et la couche 
10 d'accrochage D2 etant ensuite eliminees. 

Une autre variante de mise en oeuvre du procede de la 
presente invention est decrite en relation avec les figures 12 
et 13. 

La figure 12 represente une autre structure initiale 
15 d'un transistor bipolaire identique a celui decrit en figure 9 
excepte que le puits collecteur 37 est remplace par un pilier 
isolant 71 traversant le caisson 10 , le pilier etant realise 
sous le contact 35 permettarit d'acceder au collecteur du tran- 
sistor. Le pilier 71 est constitue d'un materiau isolant qui 
2 0 peut etre grave de preference selon le meme procede que celui 
permettant de graver la couche isolante Dl . I 

A partir de la structure initiale representee en 
figure 12, on effectue les premiere, deuxieme et troisieme 
etapes du procede de la presente invention precedemment 

2 5 decrites. Une ouverture Op3 est realisee dans la couche isolante 

Dl sous le collecteur du transistor. La gravure de la couche 
isolante Dl est prevue suffisamment longue de fagon a graver 
totalement le pilier isolant 71 . 

La figure 13 illustre la structure obtenue a 1 1 issue 

3 0 d'une etape subsequente de formation de siliciure realisee selon 

un procede semblable a celui decrit precedemment. Le pilier 
isolant 71 est integralement remplace par un plot 72 en 
siliciure . 

Bien entendu, la presente invention est susceptible de 
3 5 diverses variantes et modifications qui apparaitront a l ! homme 
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de 1'art. En particulier, on pourra prevoir de realiser le 
procede de la presente invention avant de realiser les elements 
du circuit integre dans la tranche Tl ou au contraire a la toute 
fin du procede de fabrication des composants du circuit integre, 
ou, de fagon generale, apres n'importe quelle etape du procede 
de fabrication des composants du circuit integre. 

De fagon generale, le procede de la presente invention 
s 1 applique a toute structure comportant une tranche de support 
initiale collee en face arriere d'une tranche mince semi- 
conductrice. La tranche de support initiale peut etre du verre 
ou tout autre materiau. Le procede prevoit alors de coller une 
tranche de support "relais" du cote de la face avant de la 
tranche mince et d'eliniiner la tranche de support initiale. On 
forme ensuite un ensemble de connexions "locales 11 et/ou "longues" 
sur la face arriere de la tranche mince selon un procede clas- 
sique de realisation d 1 interconnexions . Puis on recouvre le 
reseau d 1 interconnexions d'une tranche de support finale et on 
elimine la tranche de support relais. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede de fabrication de connexions enterrees dans 
un circuit integre comprenant les etapes suivantes : 

prevoir une structure composee d ! une premiere 
tranche de support (T2) collee en face arriere d'une tranche 
mince (Tl) semiconductr ice , un ou plusieurs elements du circuit integre 
(30, 40, 50) etant eventuellement realises dans et au-dessus de 
la tranche mince ; 

coller une deuxieme tranche de support (T3) sur la 
structure du cote de la face avant de la tranche mince ; 

eliminer la premiere tranche de support ; 

former des connexions entre differentes zones de la 
face arriere de la tranche mince ; » 

coller une troisieme tranche de support (T4>: sur 

les connexions ; et 

eliminer la deuxieme tranche de support. 

2 . Procede selon la revendication 1 , dans lequel la 
tranche mince (Tl) et la premiere tranche de support (T2) sont* 
collees par 1 1 intermediaire d'une couche isolante (Dl) . 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, dans lequel 
l'etape de formation des connexions comprend les etapes 
suivantes : 

graver des ouvertures (Opl, Op2, Op3) dans une 
couche isolante formee sur la face arriere de la tranche mince 
(Tl) ; et 

remplir les ouvertures d'un materiau conducteur 

(60, 70) . 

4 . Procede selon la revendication 3 , comprenant en 
outre a la suite de l ! etape de gravure d 1 ouvertures (Opl, Op2) 
dans la couche isolante (Dl) , une etape de gravure de zones 
d'epaisseur reduite (t) dans la couche isolante, les zones 
d'epaisseur reduite etant ensuite remplies comme lesdites 
ouvertures d 1 un materiau conducteur (60) . 
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5. Procede selon la revendication 3, dans lequel le 
reirplissage des ouvertures <0p3) d'un materiau conducteur consiste 
a realiser les etapes suivantes : 

deposer une couche de metal sur la structure du 
cote de la couche isolante (Dl) et des ouvertures ; 

effectuer un recuit afin de former une couche de 
siliciure (70) au fond des ouvertures. 

6. Procede selon la revendication 3 ou 4, coraprenant a 
la suite de l'etape de remplissage des ouvertures (Opl, Op2, 
Op3) et event uellement des zones d'epaisseur reduite (t), les 
etapes suivantes : 

realiser un polissage mecano-chimique du materiau 
conducteur (60, 70) de remplissage jusqu'a decouvrir la couche 
isolante (Dl) de fagon a obtenir une surface plane ; 

recouvrir ladite surface plane d'une seconde couche 
isolante (D4) ; et 

coller la troisieme tranche de support (T4) sur la 
seconde couche isolante. 

7. Procede selon la revendication 1 comprenant 
prealablement au collage de la deuxieme tranche de support (T3) , 
une etape de recouvrement de la structure d'une couche 
d'accrochage (D2) . 

8. Circuit integre comprenant des composants realises 
dans et au-dessus d'une tranche mince (Tl) semiconductrice fixee 
sur une tranche de support (T4) placee en face arriere de la tranche 
mince, caracterise en ce que la face arriere de la tranche mince 
est recouverte d'une premiere couche isolante comportant des 
ouvertures contenant un materiau conducteur en contact avec 
certaines zones de la face arriere de la tranche mince (Tl) . 

9. Circuit integre selon la revendication 8, dans 
lequel certaines zones du metal conducteur (45, 36, 70) sont en 
contact avec des puits conducteurs (37, 46, 72) traversant la 
tranche mince (Tl) . 
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10. Circuit integre selon la revendication 8 on 9, dans 
lequel lesdites zones conductrices (70) et eventuellement lesdits 
puits conducteurs (72) sont en siliciure. 

11. Circuit integre selon la revendication 8, dans 
lequel la couche isolante (Dl) comprend des zones d'epaisseur 
reduites contenant un materiau conducteur formant des connexions 
entre les ouvertures (Opl, Op2) . 
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